
WSe2/MoSe2面内ヘテロ構造を利用した電気二重層発光ダイオード 

Electric double layer light emitting diode of WSe2/MoSe2 in-plane heterostructures 
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遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)原子層は、多様な光・電気特性を持つ二次元層状物質

として基礎物理とデバイス応用の観点から注目を集めている。特に、TMDC を利用した半導

体ヘテロ構造は、高いバンドアライメントの制御性より、発光ダイオードやトンネル電界効

果トランジスタ等の光・電子デバイス応用が期待されている。これら応用の可能性の検証に

向け、本研究では、簡便に PN接合が作製可能な電気二重層発光ダイオード (EDLED)[1]に着

目し、WSe2/MoSe2面内ヘテロ構造を利用したデバイスの作製と評価を行った。 

WSe2/MoSe2面内ヘテロ構造は、サファイア基板上に二段階の化学気相成長(CVD)法[2-3]を

利用して作製した。一段階目では，酸化タングステンとセレンを原料とした熱 CVDにより単

層WSe2を成長させた。二段階目では，ハライドアシスト CVD法[4]を利用し、酸化モリブデ

ンとセレンより MoSe2を成長させた。試料に Cr/Au電極を蒸着し、イオンゲルを塗布するこ

とで EDLEDを作製した(Fig.1a)。このデバイスに電圧を印加することで、WSe2/MoSe2の接合

界面近傍より発光が観測された(Fig.1b)。観測されたエレクトロルミネッセンス(EL)スペクト

ルは、単層の WSe2および MoSe2の発光スペクトルよりも線幅が広く、両者の重ね合わせと

して理解できる。発表では、ELのメカニズムの詳細について議論する。 

Fig.1 (a) Illustration and (b) optical and EL images of WSe2/MoSe2-based EDLED device. (c) EL spectrum of 

the EDLED device, and PL spectra of WSe2 and MoSe2 monolayers. 
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